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加工スケールが原子レベル近くまで達し、半導体デバ

イスの発展限界が危惧されている。そのため従来型デバ

イスの延長線上にはない新たな原理で動作するデバイス

開発が求められており、特に磁性材料を用いた MRAM
が注目されている。本研究では新規 MRAM 開発のため

の基礎研究として、MRAM に使用する強磁性薄膜の評

価に必要な膜厚を決定するために、モデル材料として

Fe3O4を選択し、膜厚が 60nm、100nm の薄膜をそれぞ

れ成膜し、MPMS を用いて磁化測定を行った。 

１．概要（Summary） 

 

・使用装置 
２．実験（Experimental） 

ワイヤーボンダー、磁気特性測定システム(MPMS) 
 
・実験方法 

パルスレーザー堆積法を用いて Fe3O4 の厚さ(60nm、

100nm)が異なる2つのFe3O4/MgO(100)エピタキシャル

薄膜を成膜した。これらを MPMS を用いてそれぞれの磁

化を測定した。 
 

磁化測定に必要な Fe3O4 の膜厚を決定するために、

Fe3O4の膜厚が 60nm、100nm のエピタキシャル薄膜を

それぞれ作製し、MPMS を用いて磁化測定を行った。

Fig.1(a)、(b)はそれぞれFe3O4の膜厚が 60nm、100nm
のエピタキシャル薄膜のヒステリシスループである。Fe3O4

の膜厚が 60nm のエピタキシャル薄膜のヒステリシスでは

Fe3O4 の強磁性のヒステリシスを得る事ができなかったの

に対して、Fe3O4の膜厚が 100nm のエピタキシャル薄膜

のヒステリシスでは強磁性のヒステリシスを得る事ができた。

この結果より成膜した Fe3O4 の磁化を評価するためには

Fe3O4の膜厚が 100nm 以上必要であると考えられる。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

 
Fig.1:Magnetic hysteresis loops of devices.((a):Fe3O4 

thickness is 60nm (b): Fe3O4 thickness is 100nm) 
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